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MGD8318
1. 简介

MGD8318 是一款针对安防摄像头推出的集成马达驱动芯片，其内置八路开集电极输

出的驱动阵列和一组双向马达驱动 IC，可同时驱动两个步进电机和摄像头 IR-CUT 电机。

MGD8318 中的双向马达驱动可实现单线脉冲控制方式。在该模式下，MGD8318 配合外部

电容可轻松实现对 IR-CUT 的脉冲驱动，脉冲时间由外部电容控制，节省了外部控制器

资源。

MGD8318 采用 QFN3.5X3.5-24L、SOP24 封装，为客户节省了 PCB 板面积。

2. 主要特性

 工作电压范围：4.5V～8V

 兼容 1.8V/3.3V/5V 逻辑电平输入

 驱动电路内置感性负载反向电流保护二极管

 低待机电流：<1mA

 双向马达驱动部分能够提供 200mA 驱动电流

 八路驱动阵列部分能够提供 350mA 驱动电流

3. 应用范围

 安防摄像头、家用摄像头
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4. 内部电路框图和管脚定义

管脚定义

序号

(No.)
管脚名称

(Name)
功能描述

(Functions Description)
序号

(No.)
管脚名称

(Name)
功能描述

(Functions Description)

1 I4 驱动阵列通道 4输入 13 O8 驱动阵列通道 8输出

2 I3 驱动阵列通道 3输入 14 VCC 驱动阵列电源

3 I2 驱动阵列通道 2输入 15 I8 驱动阵列通道 8输入

4 I1 驱动阵列通道 1输入 16 I7 驱动阵列通道 7输入

5 GND 驱动阵列电源地 17 I6 驱动阵列通道 6输入

6 O1 驱动阵列通道 1输出 18 I5 驱动阵列通道 5输入

7 O2 驱动阵列通道 2输出 19 DELAY 接脉冲控制延时电容

8 O3 驱动阵列通道 3输出 20 VCC 双向马达驱动电源

9 O4 驱动阵列通道 4输出 21 BOUT 双向马达驱动输出 B端

10 O5 驱动阵列通道 5输出 22 GND 双向马达驱动电源地

11 O6 驱动阵列通道 6输出 23 AOUT 双向马达驱动输出 A端

12 O7 驱动阵列通道 7输出 24 IN 双向马达驱动
正反转逻辑输入
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5. 极限参数

以上表格参数代表电路能够承受的极限范围。达到或者超过这个参数，电路不能正

常工作，并且很大可能会损坏。并且长期工作在临界极限参数，也是会大大增加损坏的

几率的。

6. 电气参数

6.1 双向马达驱动部分（除特别说明外，VCC= 5V，Tamb = +25°C）
特性

（Characteristic）
符号

（Symbol）
测试条件

(Test Conditions)
最小值

(Min.)
典型值

(Typ.)
最大值

(Max.)
单位

(Units)

输出电流 Io 200 mA
输出饱和压降 Vsat HS+LS , IOUT= 100mA 1.1 1.6 V
输入高电平 VIH 1.5 V
输入低电平 VIL 0.8 V
待机电流 ISTB IN维持稳定 0.7 1 mA

输入高电平电流 IIH IN=4.5V 400 μA

6.2 双向马达驱动输入/输出真值表 （注：高于 1.5V为高电平；低于 0.8V为低电平）

输入 IN端 DELAY端 输出 AOUT端 输出 BOUT端

LH
HL

说明：

1、MGD8318的双向电机驱动为单线、边沿脉冲式控制方式。在输入 IN的翻转边沿，输出 OUT
状态发生变化；并开始计时，计时结束后输出将直接恢复到高阻开路状态。此时只消耗待机电流，

DELAY引脚接电容 CDELAY可调节单次驱动脉冲的时间长度。

描述

（Description）
符号

（Symbol）
参数

（Value range）
单位

（Unit）

输入电源电压范围 VCC -0.3~8 V

逻辑端口电压 VIN -0.3~5.5 V

输出电流（双向马达驱动） IOUT1 350 mA

输出电流（驱动阵列） IOUT2 500 mA

功耗 PD 2.5 W

最大结温 TJ 150 ℃

工作温度范围 TA -40~85 ℃

存储温度范围 Tstg -55~125 ℃
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2、MGD8318双向电机驱动单次脉冲时间 T与外部电容关系为：

6
DELAY=C 1 10T   (Second)

3、考虑到MGD8318双向电机驱动单次脉冲时间随温度升高会减小，并且外部 CDELAY电容存在

误差且容值随温度变化。为了确保脉冲时间足够驱动 IR-CUT电机切换，由电容配置的时间应至少

为 IR-CUT切换需要时间的两倍，否则会由于时间不够导致 IR-CUT不能正常切换。且外部控制信号

IN翻转之后的高低电平维持时间也应大于所配置的脉冲时间。

6.3 八路驱动阵列部分

特性

（Characteristic）
符号

（Symbol）
测试条件

(Test Conditions)
最小值

(Min.)
典型值

(Typ.)
最大值

(Max.)
单位

(Units)

输出泄漏电流 ILEAK
VO=8V, Tamb=25℃ 10

μA
VO =8V, Tamb=70℃ 20

饱和压降 VSAT

IOUT=100mA, VIN=1.8V 0.9 1.1
VIOUT =200mA, VIN=1.8V 1.1 1.3

IOUT =350mA, VIN=1.8V 1.3 1.6

输入电流 IIN(ON)
VIN=1.8V 0.11 0.3

mAVIN=3.3V 0.18 0.5
VIN=5V 0.25 0.7

输入电压 VIN(ON) VO=2.0V, IOUT =350mA 1.5 V
输入电容 CIN 5 10 pF
导通延时 tON RL=125Ω, VO=5V

0.5 VIN to 0.5 VO

0.25 1.0 μS
关断延时 tOFF 0.40 1.0 μS

钳位二极管

反向漏电流
IR

VR=8V, Tamb=25℃ 10 μA
VR=8V, Tamb=70℃ 20 μA

钳位二极管

正向压降
VF IF=350mA 1.4 2.0 V
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7. 典型应用

图 1 典型应用电路

注：

PCB设计应该充分考虑芯片散热问题。

建议芯片底部 PCB板上覆铜箔并添加通孔，在 PCB反面也覆铜箔，提高散热。
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8. 封装外形尺寸图

QFN3.5X3.5-24L

SYMBOL
MILLIMETER

MIN NOM MAX
A 0.70 0.75 0.80
A1 -- 0.02 0.05
b 0.15 0.20 0.25
b1 0.10 0.15 0.20
c 0.203REF
D 3.40 3.50 3.60
D2 2.20 2.30 2.40
Nd 2.00BSC
e 0.40BSC
E 3.40 3.50 3.60
E2 2.20 2.30 2.40
Ne 2.00BSC
h 0.30 0.35 0.40
k 0.20 0.25 0.30
L 0.30 0.35 0.40

单位：mm
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SSOP24-L

单位：mm

SYMBOL
MILLIMETER

MIN MAX
A 1.35 1.75
A1 0.10 0.25
A2 1.40 1.50
b 0.23 0.30
c 0.21 0.26
D 8.45 8.85
E 3.70 4.10
E1 5.80 6.20
e 0.61 0.66
L 0.50 0.80
L1 0.99 1.10

Θ 0° 8°
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9. 订货信息

订货信息列表

产品型号 产品编号 封装 包装 最小包装数量

MGD8318DET 61030020 DFN3.5x3.5-24L 编带 3.0K/盘

MGD8318PET 61030021 SOP24 编带 2.5K/盘


